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При ресурсных испытаниях и одних и тех же значениях ресурса удель-
ная энергия пленочного диэлектрика меньше, чем бумажно–масляного при E
– до 200 кВ/мм. Поэтому применение пленочного диэлектрика оправдано
только при изготовлении конденсаторов  с ресурсом единицы–десятки им-
пульсов и высокой напряженности электрического поля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ CdTe

Сочетание экономичности и эффективности делает пленочные солнеч-
ные элементы на основе CdS/CdTe перспективными для широкомасштабного
применения в качестве альтернативных источников энергии. Кристалличе-
ская структура CdTe определяет функциональные свойства изделий элек-
тронной техники и гелиоэнергетики, в которых он используется. К важным
параметрам кристаллической структуры поликристаллических пленок отно-
сятся уровень микронапряжений и размер областей когерентного рассеяния,
степень преимущественной ориентации и период кристаллической решетки.
В тонких пленках CdTe возможно формирование вюрцитной и сфалеритной
модификаций, дефектов упаковки и двойников, концентрация которых обу-
словлена технологическими режимами условий получения пленок. Поэтому
разработка новых технологий, позволяющих уменьшить дефектность слоев
CdTe, является актуальной задачей фотовольтаики.
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Особенности дифракционной картины образцов CdTe, полученных в
КЗО (квазизамкнутый объем) при малой степени пересыщения пара обуслов-
лены наличием дефектов упаковки в пленках. Увеличение температуры под-
ложки при использовании метода конденсации в квазизамкнутом объеме и
последующая хлоридная обработка пленок CdTe приводит к уменьшению
размытия дифракционных пиков, что свидетельствует о снижении плотности
дефектов упаковки. Также установлено, что у пленок, полученных в КЗО,
присутствуют незначительные напряжения растяжения, что обусловлено ма-
териалом подложки (ситалл). Была рассчитана преимущественная ориента-
ция образцов. Установлено, что хлоридная обработка приводит к ориентиро-
ванному состоянию.
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МЕЗОСКОПИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР

Экспериментальная реализация электрических аналогов одно- [1] и
двухчастичного [2] оптических интерферометров с высоким параметром
видимости убедительно продемонстрировала возможность создания  твердо-
тельных  электронных устройств, действие которых существенно опирается
на квантовые законы. Важным шагом является также создание
высокоскоростного источника единичных электронов [3], что позволяет
управлять поступлением частиц. Используя два таких источника, можно
инжектировать два электрона и изучать их взаимодействие друг с другом.
Принципиальная схема такого эксперимента приведена на рис. 1.

В двумерном электронном газе в режиме целочисленного квантового
эффекта Холла (перпендикулярное магнитное поле H ) ток переносится
электронами в одномерных краевых состояниях (в направлении, указанном
стрелками), соединенных с заземленными  контактами (черные
прямоугольники).


